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(54)【発明の名称】 アクティブマトリクス型液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  水滴の付着によるトランジスタ部の特性劣化
を抑制することができるアクティブマトリクス型液晶表
示装置を提供する。
【解決手段】  ＴＦＴアレイを用いたアクティブマトリ
クス型液晶表示装置であって、ＴＦＴ部におけるパッシ
ベーション膜７と同一の材料を用い、ＴＦＴ部における
パッシベーション膜７の近傍であって、ゲート電極４上
に位置するとともに、ソース電極９とは重ならない位置
にダミーパッシベーション膜１２を配置する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  ＴＦＴアレイを用いたアクティブマトリ
クス型液晶表示装置であって、
ＴＦＴ部におけるパッシベーション膜と同一の材料を用
い、前記ＴＦＴ部におけるパッシベーション膜の近傍で
あって、ゲート電極上に位置するとともに、ソース電極
とは重ならない位置に配置されるダミーパッシベーショ
ン膜を有することを特徴とするアクティブマトリクス型
液晶表示装置。
【請求項２】  前記ダミーパッシベーション膜の形状が
前記ＴＦＴ部におけるパッシベーション膜とは形状が異
なる請求項１記載のアクティブマトリクス型液晶表示装
置。
【請求項３】  前記ダミーパッシベーション膜が、前記
ＴＦＴ部におけるパッシベーション膜と１対１以上の個
数配置される請求項１又は２記載のアクティブマトリク
ス型液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、薄膜トランジスタ
アレイを用いるアクティブマトリクス型液晶表示装置に
関する。
【０００２】
【従来の技術】薄膜トランジスタ（以下、「ＴＦＴ」と
いう。）アレイを用いたアクティブマトリクス型液晶表
示装置は、通常２枚の基板間に液晶組成物等の表示材料
を挟み、それぞれの基板に電極を設けることで、この表
示材料に電圧を印可できるような構成になっている。そ
して、一方の基板上に画素電極をマトリクス状に配列
し、各画素電極ごとに電解効果トランジスタ等の非線形
素子を設け、対向する他方の基板上には透明電極膜及び
カラーフィルタ等を設け、各要素電極を選択的に動作さ
せることにより表示を行うものである。
【０００３】以下、従来のアクティブマトリクス型液晶
表示装置について図４及び図５を参照しながら説明す
る。図４は従来のアクティブマトリクス型液晶表示装置
におけるＴＦＴアレイ部分の平面図であり、図５は従来
のアクティブマトリクス型液晶表示装置におけるＢ－
Ｂ’線に沿った断面図である。
【０００４】図４及び図５において、１は透明絶縁基板
を、２は画素電極を、３は画素電極をオーバーコートす
る透明な層間絶縁膜を、４はゲート電極を、５はゲート
絶縁膜を、６は真性半導体膜を、７はパッシベーション
膜を、８はオーミックコンタクト半導体膜を、９はソー
ス電極を、１０はドレイン電極を、１１は保護膜を、そ
れぞれ示している。
【０００５】従来のアクティブマトリクス型液晶表示パ
ネルにおいては、透明絶縁基板１上の所要箇所に画素電
極２をフォトリソグラフィ工程、エッチング工程、及び
剥離工程を経ることによって形成し、画素電極２を覆う
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ように層間絶縁膜３を形成した後、ＴＦＴを走査するた
めのゲート電極４を画素電極２と同様な工程によって形
成する。
【０００６】次に、ゲート絶縁膜５、真性半導体膜６、
及びパッシベーション膜７をこの順に形成し、フォトリ
ソグラフィ工程、エッチング工程を経ることによって、
パッシベーション膜７をゲート電極４よりも小さくなる
ように形成する。
【０００７】そして、真性半導体膜６の表面に酸化膜を
形成した後、剥離工程を経て、真性半導体膜６の上に形
成された酸化膜を除去し、パッシベーション膜７及び真
性半導体膜６を覆うようにオーミックコンタクト半導体
膜８を形成する。
【０００８】次に、画素電極２及びオーミックコンタク
ト半導体膜８を覆うようにソース電極９及びドレイン電
極１０を形成した後、保護膜１１を形成し、最後に画素
電極２を開口することでアクティブマトリクス型液晶表
示パネルが完成する。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し
たような方法において、以下のような問題点が残されて
いた。すなわち、真性半導体膜６の上に形成した酸化膜
を除去する際には、薬液を用いて除去した後に水洗を行
っており、かかる水洗の後に真性半導体膜６上に残って
いる水滴を乾燥する必要がある。
【００１０】ここで、真性半導体膜６とパッシベーショ
ン膜７は水に対する性質が相反することから、撥水性を
有する真性半導体膜６ではじかれた水が、親水性を有す
るパッシベーション膜７上に水滴となって残ることによ
って、その後の工程において形成されるオーミックコン
タクト半導体膜８とのコンタクト性が悪化し、抵抗が大
きくなることによって本来のトランジスタ特性を得るこ
とができず、画像表示した際に点欠陥が発生する等の誘
因となる等の問題点があった。
【００１１】本発明は、上述したような問題点を解決す
るために、水滴の付着によるトランジスタ部の特性劣化
を抑制することができるアクティブマトリクス型液晶表
示装置を提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に本発明にかかるアクティブマトリクス型液晶表示装置
は、ＴＦＴアレイを用いたアクティブマトリクス型液晶
表示装置であって、ＴＦＴ部におけるパッシベーション
膜と同一の材料を用い、ＴＦＴ部におけるパッシベーシ
ョン膜の近傍であって、ゲート電極上に位置するととも
に、ソース電極とは重ならない位置に配置されるダミー
パッシベーション膜を有することを特徴とする。
【００１３】かかる構成により、製造途中で基板表面に
付着する水滴がパッシベーション層に付着するのを防止
することができることから、ＴＦＴが腐食、劣化、損傷
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などを生ずることを回避することができ、基板の不良発
生率を低下させることができるので、歩留まり率の向上
を図ることができる。また、トランジスタ特性が安定す
ることから、この基板を液晶表示ディスプレイに用いて
表示させた場合に、長期にわたって画像ムラやトランジ
スタ部の動作不良の発生を抑制することも可能となる。
【００１４】また、本発明にかかるアクティブマトリク
ス型液晶表示装置は、ダミーパッシベーション膜の形状
がＴＦＴ部におけるパッシベーション膜とは形状が異な
ることが好ましい。水滴がダミーパッシベーション膜に
残りやすい形状にすることによって、より確実に水滴付
着によるＴＦＴの腐食、劣化、損傷などを防止すること
ができるからである。
【００１５】また、本発明にかかるアクティブマトリク
ス型液晶表示装置は、ダミーパッシベーション膜が、Ｔ
ＦＴ部におけるパッシベーション膜と１対１以上の個数
配置されることが好ましい。可能な限り数を増やし、水
滴がダミーパッシベーション膜に残りやすい構成にする
ことで、より確実に水滴付着によるＴＦＴの腐食、劣
化、損傷などを防止することができるからである。
【００１６】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態にかか
るアクティブマトリクス型液晶表示装置について、図面
を参照しながら説明する。図１は本発明の実施の形態に
かかるアクティブマトリクス型液晶表示装置におけるＴ
ＦＴアレイ部分の平面図であり、図２は本発明の実施の
形態にかかるアクティブマトリクス型液晶表示装置にお
けるＡ－Ａ’線に沿った断面図である。
【００１７】まず図１において、ガラス等の透明絶縁基
板１上に酸化錫を含む酸化インジウム等の透明導電膜を
スパッタリング法等で堆積する。この後、フォトリソグ
ラフィ等の方法で画素電極２を形成する。
【００１８】次に、この画素電極２を覆うように酸化珪
素等による透明な層間絶縁膜３をＣＶＤ法等で堆積す
る。そして、スパッタリング法等でアルミニウム等のゲ
ート材料を堆積し、フォトプロセス並びにエッチング加
工により、薄膜トランジスタを走査するためのゲート電
極４を形成する。
【００１９】次に、窒化珪素によるゲート絶縁膜５をプ
ラズマＣＶＤ法等により堆積し、非ドープ水素化アモル
ファスシリコン等の真性半導体膜６及びそれに対して充
分なエッチング選択比を有するパッシベーション膜７、
ダミーとなるパッシベーション膜１２である窒化珪素等
をプラズマＣＶＤ法等により堆積する。
【００２０】次に、エッチング法によって、まずパッシ
ベーション膜７については、従来と同様に、少なくとも
ＴＦＴのチャンネル部に島状に形成することになる。一
方、ダミーとなるパッシベーション膜１２については、
ゲート電極４上に形成する点については共通であるが、
後工程で形成されるソース電極９と重ならない位置に形
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成される点で相違する。
【００２１】このようにダミーとなるパッシベーション
膜１２を形成しておくことで、撥水性を有する真性半導
体膜６ではじかれた水が、親水性を有するパッシベーシ
ョン膜７上ではなく、ダミーとなるパッシベーション膜
１２に水滴となって残るようにすることができる。した
がって、その後の工程において形成されるオーミックコ
ンタクト半導体膜８とパッシベーション層７とのコンタ
クト性の悪化を最小限に抑えることができ、本来のトラ
ンジスタ特性を得ることができることから、画像表示し
た際に点欠陥が発生する等の表示品質の劣化を未然に回
避することが可能となる。
【００２２】そして、真性半導体膜６の表面に酸化膜を
形成させ、その後、剥離工程を経て真性半導体膜６の上
に形成した酸化膜を除去し、パッシベーション膜７及び
ダミーとなるパッシベーション膜１２と真性半導体膜６
を覆うようにオーミックコンタクト半導体膜８を形成す
る。
【００２３】次に、画素電極２及びオーミックコンタク
ト半導体膜８を覆うようにソース電極９及びドレイン電
極１０を形成し、最後に、保護膜１１をプラズマＣＶＤ
法等により形成して、画素電極２を開口することでアク
ティブマトリクス型液晶表示装置が完成する。
【００２４】以上のように本実施の形態によれば、従来
のように製造途中で基板表面に付着した水滴で薄膜が腐
食、劣化、損傷などを生ずることを防止することがで
き、基板の不良発生率を低下させることができることか
ら、歩留まり率の向上を図ることができる。また、トラ
ンジスタ特性が安定することから、この基板を液晶ディ
スプレイに用いて表示させた場合に、長期にわたって画
像ムラやトランジスタ部の動作不良の発生を抑制するこ
とも可能となる。
【００２５】なお、本実施の形態においては、ダミーと
なるパッシベーション膜１２は一つ、あるいは、ＴＦＴ
のチャンネル部と同一形状により形成されているが、図
３に示すようにダミーとなるパッシベーション膜１２を
二つ以上、あるいは、ＴＦＴのチャンネル部とは異なっ
た形状によって形成されているものであっても良い。可
能な限り数を増やし、水滴がダミーとなるパッシベーシ
ョン膜１２に残りやすい構成にすることで、より確実に
水滴付着によるＴＦＴの腐食、劣化、損傷などを防止す
ることができ、基板の不良発生率を低下させることがで
きることから、歩留まり率の向上を図ることができる。
また、トランジスタ特性が安定することから、この基板
を液晶ディスプレイに用いて表示させた場合に、長期に
わたって画像ムラやトランジスタ部の動作不良の発生を
抑制することも可能となる。
【００２６】
【発明の効果】以上のように本発明にかかるアクティブ
マトリクス型液晶表示装置によれば、ダミーとなるパッ
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シベーション膜をゲート電極上ではあるが、トランジス
タ部とは異なりソース電極と重ならない位置に配置する
ことにより、また形状的にはより水滴残りを残し易い形
状、あるいは、複数個配置することによって、トランジ
スタ部のパッシベーション膜上に水滴が残るのを抑制す
ることができ、その後形成されるオーミックコンタクト
半導体膜とのコンタクト性の悪化を未然に防止すること
ができ、基板の不良発生率が格段に低下して歩留まり率
が大幅に向上することが期待できる。また、かかる構造
を用いることで、トランジスタ特性が安定した良好な基
板を得ることができることから、この基板を用いた液晶
表示装置においては、長期にわたって画像ムラやトラン
ジスタ部の動作不良の発生が抑制されて、信頼性の高い
ものとなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の実施の形態にかかるアクティブマト
リクス型液晶表示装置の平面図
【図２】  本発明の実施の形態にかかるアクティブマト
リクス型液晶表示装置の断面図 *
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*【図３】  本発明の実施の形態にかかるアクティブマト
リクス型液晶表示装置の平面図の応用図
【図４】  従来例のアクティブマトリクス型液晶表示装
置の平面図
【図５】  従来例のアクティブマトリクス型液晶表示装
置の断面図
【符号の説明】
１  透明絶縁基板
２  画素電極
３  層間絶縁膜
４  ゲート電極
５  ゲート絶縁膜
６  真性半導体膜
７  パッシベーション膜
８  オーミックコンタクト半導体膜
９  ソース電極
１０  ドレイン電極
１１  保護膜
１２  ダミーパッシベーション膜

【図１】 【図２】

【図３】
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